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(57) Abstract: The invention relates to a method (500) for producing a structure
comprising a stack of superlattices, comprising the steps of forming (510¢,;) a first
superlattice (Stck1) on a first substrate; forming (520pep) a seed layer (Init) of a
second superlattice (Stck2) on a second substrate; forming (550pe,) a weakening
plane (Imp) in the second substrate; assembling (560) the seed layer (Init) on the
first superlattice (Stck1) at a dielectric separation layer that separates the first su-
petlattice (Stck1) and the seed layer (Init) and keeps them attached to each other;
removing (570A) a portion of the second substrate by fracturing the second sub-
strate at the weakening plane (Imp) after the assembly step (560); exposing (570B)
the seed layer (Init) after the step (570A) of fracturing the second substrate; and
forming (580) the second superlattice (Stck2) on the exposed seed layer (Init).

(57) Abrégé : Procédé (500) de fabrication d'une structure comprenant un empi-
lement de super réseaux, comprenant les étapes de former (510¢,r) un premier su-
per réseau (Stck1) sur un premier substrat, former (520p,p) une couche d'amorce
(Init) d'un second super réseau (Stck2) sur un second substrat; former (550py,)
un plan de fragilisation (Imp) dans le second substrat, assembler (560) la couche
d'amorce (Init) au premier super réseau (Stck1) au niveau d'une couche de sépa-
ration diélectrique qui sépare et maintient fixés 1'un a l'autre le premier super ré-
seau (Stckl) et la couche d'amorce (Init); éliminer (570A) une partie du second
substrat par fracture du second substrat au niveau du plan de fragilisation (Imp)
apres 1'étape d'assemblage (560); dégager (570B) la couche d'amorce (Init) apres
I'étape (570A) de fracturation du second substrat; et former (580) le second super
réseau (Stck2) sur la couche d'amorce (Init) dégagée.
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